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(57)Anotace:

Otéruvzdorny povlak naneseny na substrét, obsahujici prvky B
aN, je tvofen nejméné dvéma vrstvami, z nichZ prvni vrstva, |
mé vnitini pnuti vy$3i ne? 1 GPa, tloustku vétsi nez 0,1 pm.a
je tvofena pevazné prvky Ti a N, a druhd vrstva je tvofena !
ptevazné prvky Ti, N, B s obsahem B nejméné 5 % a
tloustkou nejméné 0,5 pum. Zpasob vytvéafeni otéruvzdorného ’
povlaku na substratu se provadi napafovanim i
nizkonapétovym obloukem v reakéni atmosféfe fyzikalni
metodou z plynné faze (PVD) a/nebo chemickou metodouz
plynné faze za pfitomnosti plazmy (PACVD), pfi¢emZz '
ionizace plasmy pro nan&3eni metodou PACVD se provadi
nizkonap&ovym obloukem. Zafizenf pro pfipravu Sk
otéruvzdornych vrstev metodou nizkonap&fového oblouku ma,
katodu (2, 2a, 2b), umisténou v povlakovaci komote, pficem?
osa katody (2, 2a, 2b) je v podstaté svisla a ke katod& (2, 2a,
2b) je piifazen zdroj magnetického pole. Zdrojem
magnetického pole je s vyhodou alespoii jedna BN
elektromagneticka civka (11, 12, 11a, 11b, 12a, 12b).
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Otéruvzdorny povlak, zpisob jeho Vyroby a zanzem k prrovédéni

tohoto zpisobu

!
r

Oblast techniky

Vynélez se tyka otér.uvzdorne'hjo povlaku naneseného na substrat,

_ obsahujiciho prvky B a N. Také se tyka zplisobu vy{rvéfem'- otéruvzdorného
povlaku na substratu nanasenim a zaﬁze‘ni prov»pﬁpravu‘ otéruvzdornych vrstey “-- -
metodou nizkonapétového oblouku | ‘s katodou umlste'nou vpoylakovaci '

komote, zejména pro provadéni tohoto zpusobu

Dosavadni stav techniky

Jsou znamy povlaky predstavujlcl tvrde oteruvzdorne vrstvy, nanesené

na pfedmétu z jiného materialu, naprﬂdad zkowu, zprav1d1¢1 na fezném nastroji.
Vyrobenim takového piedmétu a naslednym nanesenim povlaku na jeho fezné
¢asti lze vyrazné zvy51t uZitné Vlastnostl nastro_]e zejmena Zivotnost, umozni se

tim veétsi rozsah pouZiti i pro aplikace, kde bez t€chto povlakd neni mozné
¢ny znamé povlaky |
ZiN, HfN, AIN a
d TiN +ALOs, nebo
1, napfiklad TiAIN,

dosta chemickou a

nastroj pouzit, vys§i fezné rychlosti a podobne Jsou vyrat
jako napiiklad TiN, MoN, WN, TiC, A1203, SizNy, B4C
Jejich kombinace ve formé v1cevrstvych povlaku napnkla
ve formé viceslozkovych povlaku a _]C_]lch tuhych roztok1
TiCN. Z nich vytvofené vrstvy vsak majl omezenou tvre
tepelnou stabilitu, coz komplikuje jejich pouzm u vysoce namahariych ;néstrojﬁ.

Jsou zndmy supertvrdé vrstvy na ba21 Ti— B - N pfipravované metodami |

nanaseni Physical Vapor Deposition (dale jen PVD). V pr1p
uréeném pro PVD technologii jako ZdIO_] béru pouzit plyn
BCl;, B,Hs a podobng, jde jiz o kombmovanou technolo

dochézi k vyludovéni béru, nebo jeho sloucemn na povrch

odpraSované PVD elektrody ur&ené k odparovam nebo

i
!
. |
i ;
l

ad¢, Ze je v zafizeni
napfiklad B3N;Hs,
gii PVD/PACVD a L
u odpafované nebo

odprasovani. Tim
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dochazi jednak ke sniZeni rychlosti povlakovam'
nedefinovatelné memt parametry povlakovam dochazi l;<
katody. | |

Jsou znamy technologie nanasem oteruvzdornych V
k odpafovani materialu Ti a Al se pouzwajl kovove e
samostatné z titanu a z hliniku a Jako ZdI'O_] Si se pouz
elektroda nebo plynna slozka, naprlklad SiHj. Jsou znan

Jjako zdroj materialu se pouziva s11t1na TiAlSi. Tyto techn

‘jednak se mohou

tak zvanému otraveni

rstev TiAISIN, kde *
lektrody pfipravené
iva bud’ kovova Si
1y technologie, kdy #-

ologle nemohou byt

efektivn€ uplatnény v pripadé, Ze k odparovam matenalu se pouziva

nizkonapétovy oblouk, nebot’ slitina TiAlSi, poptipadé gls1
k odpafovani nizkonapétfovym obloukefn, protoie (!io_c
zvySeni poctu a velikosti makro&astic. ;V?. pfipad€, ze ge
plynného Si napfiklad SiH,, stava se proces nestabilni aiob
udrZenim stabilni stechiometrie povlaku. o |

Jsou také znamy zplsoby a zafizeni pro nanéseni pc}

i 1
pfedméty jiz zminénou fyzikalni metodou zplynné féze

Deposition (PVD), nebo chemickou metodou Chemlca
(déle jen CVD), anebo chemickou metodou z plynne ¢
plazmy Plasma Assisted Chemical Vapor Depos1t10n (dale J
V piipadé metody PACVD je obecne pouzivan pos
roste pii zapaleném doutnavém vyboji, _]ChOZ jédna e]ektroc
na povlakovanych pfedmétech, tj. na povlakovane vsad<
ptitom hofi pfimo ve smési plyni, ktelje jsou zdeem[
Nevyhoda této metody spociva ve §p£1tné rovnomérnios1
povlakované vsadce. :
Jedno zfeSeni PVD metody je p(?pséno a Znazorné

v

spisu &. 276840. Podle n&j je povlakovany predmét 1

povlakovaci komofe. Odpafovani povlakovaciho materi

y Si; nejsou vhodné
hizi k vyraznému
pouzije jako zdroje -

jevuji se problémy s .

irannych povlaki na
- Physical Vapor
| Vapor Deposition
aze Za pfitomnosti
en PACVD).

up, pfi némz vrstva
la jé umisténa pfimo
ce. Doutnavy V}’/boj
materidlu pro povlak.

1 ristu povlaku na -
no v.¢s. patentovém

alu, umisténého ve-

imistén ve vakuové | -




sttedu komory, se dosahuje nizkonap&tovym elektrick;}"m

odpafovany materidl pfedstavuje jednu z elektrod - k
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obloukem, pfitemz

aLodu. Povlakované

pfedméty jsou umistény v blizkosti stén povlakovac§i Lomory a je na né

piivedeno zéporné napéti. To zplsobuje urychlovani k}la € nabitych .iOntﬁ k.

povlakovanym pfedmétim. Zménou velikosti tohoto z
Castecné regulovat teplotu pfedméti béhém povlakovém’i. O
pfitom -miZe byt umisténa do magnetického pole, kter
skvrnu a sniZi poet makrogastic, které se vytvateji pti pou;

Nevyhody pfedchoziho feSeni spo&ivaji predeviim v
fidit pohyb katodové skvrny rovnomérné po povrchu cel
feSeni neumoZiiuje fizené nanaSeni viceslozkovych f?ov
pomérem obou slozek. \ o

Cilem vynalezu je vytvofit ochranny p0\lzlak sestavaj

=

zplsob jeho vytvafeni a zafizeni k pfovedeﬁi tohoto 2
nejvétsi mife odstrafiuji nedostatky s:tz_lvu, techniky a
povlaki, sestavajicich z riznych §rste\%, rozdilnjrmi tech;
procesu. |

Podstata vynalezu

Podstata ochranného povlaku podie vynélezu spdéiv'
nejméné dvéma vrstvami, z nichZ prvm vIstva mé vnitini p
tloustku vétsi nez 0,1um a je tvo_feha pfévéiné prvky Tia
tvofena pievazné prvky Ti, N, B, s ébéaheﬁi B nejmé

nejméné 0,5um.

h
W

porného napéti lze
dpafovana elektroda -

urychli katodovou--

Ziti tété technologie.

tom, Ze neni mozné

¢ katody. Proto toto |

lak s definovanym

ici z riznych vrstev,
pisobu, které v co
umoziui vytvafeni

nologiemi v jednom |

A v tom, Ze je tvofen
nutf vy$si nez 1GPa,
N, a druhd vrstva je

né 5% a tloustkou

Pro zvySeni pfilnavosti druhé wvrstvy povlaku mna prvni vIstvé je

podstatné, Ze mezi prvni vrstvou a druhou vrstvou je vy

vIstva, v niz se plynule méni koncentrace ve sméru od pr

tvofena prechodova

vIstve, a to koncentrace Ti se snizuje a koncentrace B, popfipadé N se zvySuje.

vni vrstvy ke druhé = -



Z hlediska vlastnosti povlaku je: vyznamné, ze K
nejméné ve 3 skocich nebo plynule, pfi¢emZ minimalni
vrstvy je 50nm. | |

Podstata zplisobu vytvareni otéruvzdorného ipo
nanaSenim spoCivi v tom, Ze nanaleni se |pr¢
nizkonap&tovym obloukem v reaké¢ni atmosfére fyzikiéln
faze (PVD) a/nebo chemickou metodou-z plynné féze%za
(PACVD), pfi¢emz ionizace plasmy pro nanaeni metodou
nizkonapétovym obloukem. |

Z hlediska rovnomémého vytvafeni povlaku na subs
alespoii ¢ast materialu povlaku se na:rfé§i na substrétff jols
nizkonapétového oblouku, pfidemz kolém"katody se Wé
pole. | ‘

Z hlediska kvality povlaku je V}'f;znamné, e nap;
odpafovanim z katody, z ni? alesponi jed;na_fééét je tvofergla I
Si s atomovym obsahem Si 3 az 30 %, pﬁéemi druh%’l ¢
alespoti n€které z prvki pfechodnych kol:Vﬁ:. ‘

Podstata zafizeni pro ’pﬁprav’:u. otérﬁvzddrrﬂyc]

nizkonapé&tového oblouku s katodou umisténou v povlako*

vtom, Ze osa katody je v podstaté svisla, pficemz ke Katd

magnetického pole.

Z hlediska moznosti fizeni magtletiékého pole je vy

magnetického pole je alespoii jedna elektromagnetickd ci

ke kazdé katod§ prifazeny dvé elektromagnetické civky,
! |

souosé, pfitemz elektromagnetické civky jsou spojeny s/fid

Pro spolehlivé hofeni nizkonapétového oblouku jé pi

elektromagnetické civce je zjeji  vn&jsi strany

ve oo .o
.

[ oo
. [ [
. e . o8
L I ] 090 LE X ]
L] . .

LE XD
o080

os [ X]

oncentrace se¢ méni

tloustka prechodové

vlaku na substratu »
vadi  napafovanim
i metodou z plynné
”pﬁ'tfomnos‘ti plazmy
1 PA;CVD se pfovédi.

tratu je pfinosem, Ze
) odpafeni z katody
fi fizené magnetické
atovani  se provadi
pfevazné slitinou Al-

ast katody obsahuje

) vrstev  metodou
vaci komofe spociva
)dé je piifazen zdroj
znamné, 7z¢ zdrojem
vka, s vyhodou jsou
které jsou s katodou
icim Wstrojim. |
finosem, Ze ke kazdé

pfifazena anoda




nizkonapét’ového oblouku, popfipad¢ predstavuje anod
oblouku pla3t’ elektromagnetickych civek. i
Hlavni vyhodou povlaku podle vynalezu je zleps
vlastnosti. | z’
Hlavni vyhoda zptisobu podle Vynalezu spocwa w
vytvafet tvrdé a supertvrdé povlaky komblnovanou me
pfiemZ otraveni elektrody uréené k odparovam matena
vyrazné potlaceno, naprlklad v pfipadé povlaku T1-B-Nl k¢
pouzita plynna slozka napiiklad B;N;Hg. |
Dalsi |

viceslozkovych povlaki s plynule ménitelnym pomérem

v |

vyhoda vynalezu spodiva. vtom, 2

povlaku p¥imo bshem procesu, naprlklad vrstev TiAIN s
pomeérem Ti:Al. |
Jedna z vyhod vynilezu ‘spoéivé‘z \4 torﬁ, Ze umé)ir
s vysokym obsahem B a N s dobrou adhezi. i
Vynalez je vyhodny i v tom, Zé ixrhoiﬁuje pripr;
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lu nizkonapét'ového

ytom, Ze umoZiuje
todu PVD/PACVD,
lu metbdou' P- je
1y jako zdroj béru je

umoZiiuje piipravu
jednotlivych slozek
plynulé ménitelnym

luje pripravu vrstvy

Avu Vrstev TiAISIN

metodou PVD pomoci technologie mzkonapet oveho obloquu

Jina z vyhod vynalezu spociva v tom, Ze v pnpadc, kdy slozka vytvafena

technologii PACVD je vodivé, je mo#né na i’)opsan{em

zafizeni pouZivat i

vyhradng postup PACVD, naptiklad ve smési TiCl4?+N;+H2 pro vytvofeni

vrstvy TiN. Vyhoda postupu PACVD na zatizeni podle

tom, Ze je oddélena oblast ionizace reak&nich slozek odlob

vynalezu spoéiva v

lasti nandeni vlastni

vrstvy na substrat. Tim je mozné elimjnovaf jednu 'zfe zakladnich problémi

- PACVD technologie tedy nerovnomémc;)st; rlistu povlak{u. K ionizaci hedochéziv

v tomto pfipadé pomoci doutnavého vyboje, ale pojmoci nizkonapétového

oblouku.

eni jeho fyzikélnich

R



Struény popis obrazkd na vvkresech

Priklady provedeni jsou znazorneny na vykresec}

schematicky fez povlakovaci komorou se zafizenim podlle

provedeni &asti povlakovaciho zafizeni a obr. 3 zanzem

dvéma katodami.

Priklady provedeni vynalezu

V povlakovaci komofe 1 je vjejim stfedu nebo v

odpafovana elektroda z povlakovaciho materiélu - katéda

I

oblouku, ktera je pfiblizné ve tvaru vélce, ktery mize

koncich opatfen. kuZelovou &asti.

Ke kuzelovym &astem katody 2 mohou byt na obou je%jic

polové nastavce 3. Stfed odpafované “eléktrody - katodj 2

Cast 5. Tato funkCni Cast 5 miZe sestavat z n€kolika pése

odli¥né materialové sloZeni. Podle ptikladu provedeni jé pI

a druhé pasmo 7 zhliniku. Do povlakovam komory 1
piivody 10 reak¢nich plynd.

Ke katodé 2 je pfifazen zdroj :fizeného magnet!

provedeno napfiklad tak, Ze k ob&éma stranam ke;tody 2 je

dutd horni elektromagneticka civka 11 a duta spodm elek
12. Katoda 2 je tedy umisténa v magnetlckem poli vytvare
11 a 12. Vnitini primér plaste obou elektromagnetlck

pfesahuje wvn&j§i prumér odparovane elektrody

Osa katody ; ]

,, kde znaéi obr. 1
vynalezu, obr. 2 jiné
| podle vynalezu se

jeji ‘_c)se uspofadana
2 nizkonapétového
e byt na obou svych

a3
4

zpravidla svisla.
h 'konéich pf'ipojeny -
tvoii vlastni funkcm |
m, z nichZ kazde ma
vii pasmo 6 z titanu

jsou také zaustény

ckého pole, cozZ je
symetricky pfifazena
tromagneticka ciilka
ném obéma civkami -
ych civek 11 a 12

katody 2. Télesa

elektromagnetickych civek 11 a 12 jsou upevnéna na horni sténé 8 a na spodni

stén¢ 9 povlakovaci komory 1. Obé eleldrohaagnetické

v podstaté valcového tvaru a jejich vinuti kon&i na z

odpafované elektrody - katody 2. Popsané uSpofédépi

civek 11 a 12 je pfikladné a vyhodné. Je mozZné hej

civky 11 a 12 jsou

1IGatku valcové gasti

ich jiné uspofadani,

elektromagnetickych . -



napfiklad miZe byt katoda 2 ulozena uvnitt elektros
Jjadro. | - ’
Plast elektromagnetickych civiek, 11 a Qi 1
nizkonapétového oblouku (obr. 2) a mﬁ?e byt galvanicl%<y
komorou 1, nebo miize byt galvanicky od pdvlakova[aci
napfiklad izolaci 33 (obr. 1).
U provedeni podle obr. 1 a 3~jekekaidég--elektromfag1
zjeji vn€jsi strany pfifazena elektrodei podle piikladu
nizkonapét'ového oblouku. Anoda 13, eiekﬁomagneticﬁe ¢
jejich plast¢ a katoda 2 jsou uspofédény v podstaté
elektromagnetické civky 11 a 12, anodefl l§ i katoda 2 jsm
plastd & do dutiny 14 (obr. 2) v ddpafované' elektr,
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gnetické civky jako

nize tvofit anodu
spojen s povlakovaci

komory 1 oddélen,

1eticke' civee 11 a 12

provedem anod 13

\% Jedne ose. Obé
1 chlazeny, do jejich
bdé - katodg 2. je

prostfednictvim pfivodd 15a pfivedena chladici kapalina'a je z nich odvadéna

t
pomoci vystupii 15b. '

Povlakované piedméty - subs.trét% 16 jsou v pov

umistény obvyklym zpiisobem v blizkosti ‘bocni stény 17 i7

1 (obr 1 a 3). Povlakovaci komora 1je opatrena evakuacn

pfipojeni neznazornéného vakuového zarlzem aje take ¢

uzemnénim 30 (obr. 1). Evakuaéni vystup 19 slou21 take ]
plynu Ke katodé¢ 2 je prlrazena zapalovam elektroda

provedeni je umisténa u horni ¢4sti katody 2.

Pfed uvedenim zafizeni do cmnostl se musi komg

zafizeni dostate¢né evakuovat a zapusti se reakénim

dusikem, nebo inertnim plynem, naptiklad argonem.

’ M7 7 v L . 7 i
Pro uvedeni zafizeni do ¢innosti se na substrat 16

lakovaci komote 1
povlakovaci komory
im vystupem 19 pro
lektn';:ky uzemné&na
jako vystup inertnich

20, podle pr1kladu '
ira 1 povlakovaciho

plynem, napfiklad

tj. na povlakované

predméty, piiloZzi zaporné povlakovaci né_ipéti zdroje 32 (;obr. 1) a mezi katodu 2

a anodu 13 se pfiloZi zdroj 31 nizkonapé&fového oblouku
elektrody 20 se obvyklym zplisobem zapali nizkonapétfov

Pomoci zapalovaci
y oblouk. Oblast 21

ivky 11 a 12 véetné



hofeni (obr. 1 a 2) je tvofena prstenceml ktery obklopuj;e k

se mezi ob&ma anodami 13 (obr.
elektromagnetickych civek 11 a 12 (obf. 2). Zapornym pf
16 jsou pfitahovany kladn& nabité éésﬁce odpafené z ké
obloukem. Na povrchu substratu 16 se itak vytvan povlak
katody 2 a reakénim plynem. Lze shrnout, alespon cast 1
nanasi na substrat po-odpafeni z katody-2 nizkonapét’ qve
kolem katody 2 se vytvafi fizené mag11e£ické p.ole.
Proud oblouku se obvykle pohybbje v rozmezi 100/
oblouku 20 az 30V, proud kladné 1omzovanych cast
dopadajicich na substrat 16 je obvykle 4 az 20 A. |
Na ob¢& elektromagnetické C1vky 11'a12 se rovnéi I
elektricky zdroj, takze elektromagnet’ické éivk}; 11{
~ elektromagnetické pole, jak je znazorneno siloarami 24 it
elektromagnetického pole, fizenim: proudu \% elektromagne
12, lze fidit pohyb katodové skvrny po ‘povrchu funkcr
K tomu ucelu jsou elektromagnetické c1vky 11a12 SpO_]C
fidicim dstrojim. - [
Pro pfipravu vrstvy TiAlSiN je jedna East katocjly
&st slitinou Al-Si s obsahem Si v rozmezi 3 a% 30 at %

tvofena dustkem obvykle za tlaku 0,1 az 03 Pa.

elektromagnetickych civkich 11 a 12 Iz Kdit pohyb Katog

pasmech 6 a 7 katody 2 a tim 11bovolne ménit stechmme
béhem procesu. Lze tedy shrnout, Ze! naparovam ser pr
zkatody 2, z ni%z alesponi jedna &ast Je “tvofena preyaz
atomovym obsahem Si 3 az 30 %. Timto "zpﬁsoberfn
TiAlISiN s riznym pomérem Ti:AlSi, nebo napﬁkla‘id_

o0 e
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1) nebo mezi
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atodu 2 a rozprostira

- plasti 25 a 26

edpétim na substratu

tody 2 a ionizované

tvofeny materiadlem

materialu povlaku se

ho oblouku; ptidemz

az 300 A, napet1 na

ic odparene katody

piipoji neznadzornény
12 Vytvori fizené
2} obrf 1 a2. Zménou
tickych civkéch 1l a
i &asti 5 katody 2.

ny s neznazornénym

2 tvofena Ti a druha -

,-reak¢ni atmosféra je

RiZzénim proudu v
lové skvrmy po obou
trii nana¥ené vrstvy
ovadi odpafovanim

né slitinou Al-Si s

llze vytvatet vIstvy

multivrstvy tvofené




vrstvami s riznym pomérem Ti:AlSi. Druhé st katody
nekteré z prvki pfechodnych kovi, V}'Iho‘fdny je Ti.
Zesilenim  magnetického polé zvySenim  prg
elektromagnetickymi civkami 11 a 12 dochazi k intenzivn
oblasti 21 hofeni oblouku a sougasné se zvyuje napéti nfla C
této oblasti zapu$tén reakéni plyn \;hodn)" pro pfii)ra

technologii, napfiklad TiCL, CHy; B3N3H(, SlH4 apodobm
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2 obsahuje alespoii

oudu  protékajiciho

¢J8i ionizaci plyni v
yblouku. Pokud je do

vu vrstev, PACVD

TiN, C, BN, Si3N4 a podobng, Jsou jeho molekuly viteto oblasti intenzivné

ionizovany a urychlovany na substrat 16 na ktery‘ je

predpéti, a vrstva rostouci na substratu 16 mﬁie byt pf

pfilozeno zaporné .

fipravovdna Gaste¢né

metodou PVD, tj. odpafovanim materidlu z katody mqunwpet’ove’ho oblouku, a

Caste¢n€ metodou PACVD, a to diky jonizaci reakéni
pfislusnych PACVD technologii v oblésti' hofeni nizkon
Jedna se tedy o kombinovanou métodu PVD - PACVI
provadi napafovanim nizkonapétovym obloukem v reakén:

metodou z plynné faze (PVD) a/nebo fcﬁemickou met’od

ch plymiych slozek
apé€tového oblouku.
). Nanageni se tedy
i atmosféfe fyzikalni

pu z plynné faze za

pfitomnosti plazmy (PACVD), pfi¢emz 1omzace plasmy pro nanas$eni metodou

PACVD se provadi nizkonapétovym obloukem

Zménou intenzity magnetického pole lze plynule

rostouci vrstvy danych pfispévky technologle PVD a RA(
tohoto systému spo¢iva v tom, ze odpafovana katoda 2 mi;

a v disledku toho intenzita ‘odpatovéani pévlakovaného m:

plochy katody 2 velka. Tim lze podstatné sniZit otraveni ka

ménit pomér podild
,VD Jedna z vyhod
ie byt pomérmné malé :
aterialu z jednotkové

tody.

Popsanym zpiisobem lze pﬁpravdvat naptiklad kompozitni vrstvy TiN-

SisNy, kde &ast TiN je vytvafena metodou PVD deafov
atmosféfe dusiku a &ast Si;N, je vytvaféna \‘iom'zaci SiH
nizkonapétového oblouku - reakci s dusikem, ktelfr)"
atmosféry, se vytvafi slozka SizNj. Pomér TiN : Si3N,4 jei ob

anim Ti katody 2 v |
{4 v prostoru hoteni __
jé soudasti rgakéhi
vykle 3:1 az 10:1.

2 pro pfipravu vrstev -+
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Ti
pfiemz pomér Ti:B:N mizZe, ale nemusi byt 'stechiometri
miiZe byt naptiklad BsN;Hs. Pouzije-li se jako reakéni ply]
napiiklad zmingna sloutenina BsN3Hg nebo jina slouce
napiiklad B,Hs, BCl;, BigH;4 a podobné, a jako materi%éh
Ti, potom Ize touto kombinovanou metodou PVD-PACVE

Podobné 1ze ptipravovat vrstvu sloZenou z prvki

-pfipravit vrstvu Ti-B-N. Twvrdost HV‘ podle Vickers}e 1
piesahovat 50 GPa. o

Uvedenym zptisobem lze vytvofit nejméné dvouvr
prvni vrstvé tvofené vrstvou s vnitfnim pnutiin V&tSim ng
vétsi nez 0,1pm, napiiklad z nitridu titanu TiN, je nanes
tloust’ce nejméné 0,5Sum. Prvni vrstva Is{/nitf"nim pnutim
prvky Ti a N, naptiklad TiN. Prvni Vrstfva mize byt hanes
substratu a pomér Ti a N je s vyhodou stechiometricky, ale
Druba vrstva Ti-B-N miize, ale nemusi byt posledni vrs
vIstva je umisténa bud bezprostfedné ria substrétu 16,
umisténa na jedné vrstvé nebo nékol{ika‘ vrstvach, nan
znémymi postupy. Lze tedy shrnout; 'ie boviak je t[vo
vrstvami, z nich? prvni vrstva ma vnitini pnuti vy3si nez 1
nez 0,1pm a druhd vrstva je tvofena p;fevéiﬂé prvky ‘Ti,
néjméné 5% a tloustkou nejméné 0,5 um

Dalsi varianta povlaku podle'vyﬁélezu ‘'spotiva v
s vnitinim ‘pnutim, napfiklad TiN;- a-wétyou Ti-B-N, jak
vytvofena pifechodova vrstva, v niz se ﬁoéfupné méni kong
prvkil od vrstvy s vnitfnim pnutim k vrstve Ti-iB_-N. Konce!
1 skokov€, nejméné viak ve tfech skoci:éh. Koncentrace T

koncentrace B, poptipadé i N, se zvyéﬁje, ato plynule n¢

B aN, dale Ti-B-N,
cky, a zdrojem béru
h u postupu PACVD

nina obsahujici bor,

) v atm’o'sféfe.duéﬂcu
takové Vrs:tvy%mﬁie
Stvy povlak, kde na
.5 1GPa a tloustkou
ena vrstva Ti-B-N o )
je tvofena prevazng
ena bezi)rostfedné na
oboji neni nezbytné.
tvou povlaku. Prvni
ale mize byt také

fen néjméné dvéma
GPa a tloustku vétsi

N, B, s obsahem B
DM, Ze¢ mezZi vrstvou
je popsano vyse, je'
sentrace jednotlivych
htrace se miZze ménit
i se pfitom sniZuje a

2bo ve skocich, které

| pro katodu 2 titanu

esenych na substrat



50 nm.

nepfesahuji 10 atomovych % Ti. Mlmmalm tloust’ka te;to pfechodové vrstvy je

Pfiklad parametri nanaSeni supertvrdé otéruvzdo!mé vrstvy  Ti-B-N dle

vynalezu: | |
Napéti na substratu — 100 az 300 V | |
Proudova hustota na substratu — pﬁbliiné 0,05 A/em?
Proud prochézejici obloukem —-100 az 150 A

Napéti na oblouku - 26 a2z 30 V

Prittok BsN3H — 20 scem/min

Pritok N, — 35 sccm/min

Tlak - 0,2 a7 0,6 Pa

Pouzita katoda — titan

Proudova hustota oblouku na Ti katod& — 1 az 2 Alem?

Pozndmka: 1 sccm znadi standardni centimetr krychlovy, ktery odpovida

!

mnoZstvi plynu v 1 cm® za normalniho tlaku.

U v3ech uvedenych piikladd provéden_.i je moinéi nahradit Ti n€kterym

prvkem pfechodnych kovi, naptiklad molybdenem nebdj wolframen.

DalSi provedeni zafizeni podle vynalezu (obr. 2)
popsaného lisi tim, Ze funkci vyse fu\}edené' anody 1
oblouku zastévaji plastd 25 a 26 elektromagnetickych

znamena, Ze kladné napéti zdroje 31 nizkonap&fového oblg

se od zafizeni vyse

3 iﬁzkonapét’oyého
civek 11 a 12, to

uku je pfivedeno na

tyto plasté 25 a 26. Pro zvySeni stability hofeni mzkonapet’oveho oblouku je

uvnité elektromagnetickych civek usporadano stinéni 27

valei. Toto stinéni je vyhodné, neni viak nezbytné a je mo

podle vynalezu bez ng;.

napfiklad ve formé

7né provést zafizeni




Pro zvySeni kapacity poylakovaci komory
uspofadat dvé odpafované elektrody - kétody 2aa2b (dbr
po&et katod 2a a 2b. Umémné tomu je pak pfislu$ny pocet

.cwek zapalovacich elektrod a podobne Rozdﬂ ve \src
11b horni katody 2a jsou prostfednictvim nezne'izornéﬁého nosi¢e pfipevnény
-k horni stén& 8 povlakovaci-komory-1, zatlmco obé elek
12a a 12b spodni katody 2b jsou prostredmctv1m nez
pfipevnény ke spodni sténé 9 povlakovacl komory 1. :S
spojeni mezi plasti eleknomagnetickyéhf civek 1la a 1
pomoci
spodni katody 2b pomoci dalstho propojeni 2_9_ Totol pi

miize byt s vyhodou vytvofeno nékolika trubkami, napfil

které mohou slouZit rovnéz ke chlazeni vnitfnich civek 1

propojeni 28 a mezi plasti ¢1ektr9irlagnetick51<:
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1 je vni moZno
3), poptipadé i v&tsi
elektromagnetickych

)vnani s provedenim

podle obr. 1 spodiva predeviim v tom, Ze obé elektror{nagnetické civky 1la a
. |

nézornéného nosice
vyhodou lze provést
1b horni katody 2a
h civek 12a a 12b
opojeni 28 nebo 29
klad tfemi trubkami,

1b a 12a a soudasné -

Ize jimi pfivést na tyto elektromagnetické civky 11a, 11b, 1

Prumyslova vyuZitelnost

Povlaky podle vynalezu jsou urée'ﬁyf zejména pro
supertvrdych povrchovych vrstev na dbrébéc_:ich~ néstr
feznych nastropch Je také vhodné opatrlt témito povlaky

frézovani, soustruzeni a vyvrtavani i. nasthe pro dokc

i)

kovovych vyrobcich, naptiklad pro honov}am, pfipadné
Je nezbytna velka odolnost proti odéru aéotéru.

i

2aal12bproud.

vytvoferii tvrdych a | ;
ojich, naptiklad: na
nistroje pro operace
méovaci operace na

iné nastroje, u nichz

tromagnetické civky= -



PATENTOVE NAROKY

. Otéruvzdorny povlak naneseny na substrat, obsahuyjici prvky B a N,

vyznalujici se tim, Ze je tvofen nejménd dvéma \:'rst
vrstva ma vnitini pnuti vy3si nez 1GPa, tloustku v¢
tvofena pfevazné prvky Tia N, a druhai:\)rsfva je tvofen
N, B, s obsahem B nejméné 5 % a tldu§t’kot1 Vnejméné 0,
.- Otéruvzdorny povlak podle néroku{ 1, vyihaéujici 'se
vrstvou a druhou vrstvou je vytvofexfla"pf'echodové VIS|
méni koncentrace ve sméru od prvni vrstvy ke
koncentrace Ti se sniZuje a koncentrace B, »pbpﬁpad;é N
. Otéruvzdorny povlak podle naroku 2, vyznraéujici se til
méni nejméné ve tfech skocich. ‘
. Otéruvzdory povlak podle niroku 2:, vyznadujici se til

meni plynule.

vami, z nichZ prvni
8- nez O,flr‘p\m a je
a pievazné€ prvky Ti, -
tim, Ze 'mezi prvni
tva, v niZ se plynule
druhé vIstvé, a to
[ se zvySuje.

m, 7ze koncentrace se

m, Ze koncentrace se

. Otéruvzdorny povlak podle kteréhokoliv z narokii 2 az 4, vyzﬁaéujici se tim,

Ze minimalni tloustka prechodové vfstvy jé, 50 nm.

. Zptsob vytvafeni otéruvzdornéhd? povlaku na - si
naptiklad Kk vytvofeni  otéruvzdomého  povlaku
z pfedchazejicich narokd, vyznaéuj?icvzi‘ se tim, Ze 1
napafovanim nizkonapé&tovym oblc{mkemi v reakéni
metodou z plynné faze (PVD) a/nebo éhemickou meto
pfitomnosti plazmy (PACVD), pﬁ:éelmi ;io'nizace{ pl

metodou PACVD se provadi nizkonap&fovym oblouker

1‘pstrétu nanasenim,
podle nékterého
1anaSeni se provadi -
atmosféie -fyzikalni
dou z plynrflzé' faze za
lasmy pro nanaSeni

M.
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. Zpisob podle naroku 6, vyznadujici se tim, Ze iale

povlaku se nanaSi na substrdt po odpafeni z katoc

oblouku, pfi¢emzZ kolem katody se vytvafi fizené magne

~ odpafovanim z katody, z niZ alespoii jedna &ast je tvorg
Al-Si s atomovym obsahem Si 3 aZ 30 %.
Zpisob podle naroku-8, vyznacuyjici'se tim, Ze druhé (
alespoit n¢které z prvki pfechodn}'/c}i kovi.
10.Zafizeni pro pfipravu otéruvzdornych vrstev metods
oblouku s katodou umisténou v povla}kgvaci komofej ze
zpusobu podle n€kterého z bodu 6 ai9, vyznacujici ée t
2a, 2b) je v podstaté svisla, pﬁéenli;ke katod& (2, 2a,
magnetického pole. ‘ ‘
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spoii &ast materialu
ly nizkonapét'ového .
tické pole.

Zpisob podle naroku 7, vyznadujici se tim, Ze bapafovém se provadi
|

2na pievazné slitinou
sast katody obsahuje

»u nizkonapétového
jména pro provadéni
im, Ze osa katody (2,

2b) je pfiféZen zdroj

11.Zatizeni podle naroku 10, vyznaéujidi ée tim, Ze zdrojem magnetického pole

je alespoii jedna elektromagnetické civka (11, 12, 11%1, 1
12 Zafizeni podle néroku 10 nebo 11, vyznadujici se tim,
(2, 2a, 2b) jsou pfifazeny dvé elektjfo;pagnetické civk
12a, 12b), které jsou s katodou (2, 2a, 2b) souosé.
13.Zatizeni podle naroku 11 nebo 12,. vyiﬂ;aléujicii se
~ elektromagnetické civee (11, 12, 11a, 11b, 12a, 12b) |
pfifazena anoda (13) nizkonap&fového oblouku.
14.Zafizeni podle néroku 10 nebo 11, ‘vyznadujici se| ti
elektromagnetickych civek (11, 12, 11a, 11b, 12a, ;12‘1
nizkonapétového oblouku. 1

. : |
15.Zatizeni podle naroku 10 az 13, vyznaujici se tim, :

¥
|

civky (11, 12, 11a, 11b, 12a, 12b) jsou spojeny s Fdicin

{

1b, 12a, 12b).
ze ke kazdé katodé

y (11, 12, 11a, 11b,

tim, Ze ke kaZdé -
e z jeji vnéjéi strany

, Ze plast (25, 26)

b) predstavuje anodu

7e elektromagnetické |

1 ustrojim.




PV 99~ 1057
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